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はじめに：ショットキーバリア・ソース/ドレイン MOSFETでは、従来の拡散層からなるソース・

ドレインの MOSFETと比べて急峻なソース・ドレイン接合を形成できる。しかし将来、シリサイ

ド/Siのソース・ドレイン接合は原子レベルまで超平坦であることが求められている[1]。エピタキ

シャル成長させた NiSi2を用いることでシリサイド/Si の界面は超平坦にすることができるが、ｎ

値の増加により ON 電流の低下が報告されている[2]。本研究では直接 NiSi2を堆積する手法を用

いて超平坦なシリサイド/Si界面を持つショットキーバイオードを作製し評価した。 

実験方法： SPM洗浄後にHF処理した n-Si基板上にスパッタ法でNiとNiSi2に 10nm堆積した。

裏面に Al コンタクトを形成し N2雰囲気中で熱処理を行い、電気特性を測定した。ショットキー

障壁と n値は J-V特性より算出した。 

結果：n-Si基板に Niと NiSi2を 50nm堆積した後に 700oCの熱処理を行ったサンプルの断面 SEM

図を Fig. 1に示す。NiSi2を堆積したサンプルは Siとの界面が平坦であることが確認できる。NiSi2

のショットキー障壁とｎ値を算出したグラフをFig. 2にNiとNiSi2のシート抵抗をFig. 3に示す。

詳細については当日報告する。 

 

 

 

 

 

 

                         Fig .2: The ΦB and n behavior on annealing time. 

 

 

Fig. 1: SEM Image of Ni Silicide 

 

                           Fig .3: The Sheet reresistance on annealing temperature. 
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